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History LPASPREADTRUM 


Version Owner Date Notes 


Suniel 2017.11.24 First version 


Basic Information 


PI (Power Integrity) Simulation 


SI (Signal Integrity) Simulation 


Summary 


Basic Information 


ESISPREADTRUM' 


Platform 


SPM Name 


SC7731E+LPDDR2 SPM SC7731E PCB V1.0.0 EMCP+LPDDR2 0201 TOP Double 4L1.pcb 


Reference Stack-up (0.8mm) 
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PI Simulation GE SPREADTRUM 


Requirement: 


o 控制 电源 走 线 VDDCORE、VDDMEM 和 VBAT 走 线 长 度 ， 尤 其 是 芯片 端 电源 引 
脚 到 关键 去 耦 电容 的 路 径 要 做 到 最 短路 径 控制 ; 
e 各 电 源 的 去 耦 电 容 应 靠近 BB 侧 摆 放 ， 且 接地 端 直接 通过 GND 过 孔 与 参考 地 连 


接 | 

e 走 线 宽度 尽量 宽 ， 最 好 是 用 平面 形式 连接 电源 和 去 耦 电容 ; 一 般 VDDCORE 帘 
度 不 小 于 1.2mm， 有 具体 走 线 宽 度 应 视 实际 情况 而 定 。 

e 电源 线 相 I 临 层 必 须 有 完整 的 参考 地 ， 最 好 是 走 线 的 上 下 两 层 均匀 完整 的 地 平面 。 


PI Simulation Setup LPASPREADTRUM 
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A sg * 
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d nductance 


e Shorted at point A, simulate the effective inductance and DC R. 
e The input impedance must lower than target impedance. 


e The target impedance is our experience value. 


PI Result (1) VDDCORE ESISPREADTRUM' 


XY Plot 1 SPM SC7731E 111781 À 


0.100 


Curve Info 
— Mag(Z(VDDCORE, VDDCORE) ) 
orted 


Import 


Mag(Z(VDDCORE, VDDCORE) ) 
o 
S 


0.001 
0.00 0.0 


iid e BB side caps:1*22tiF« 1*4. 7uF4 2*0.1uF 
e PMU side caps:1*22uF+1*22uF(NF) 


DC R(mohm) Effective Inductance@100MHz(pH) 


PI Result (2) BB-VDDMEM ESISPREADTRUM' 


XY Plot 1 SPM_SC7731E 1117B1 ^ 


1.00 


0.10 Curve Info 
— Mag(Z(VDDMEM, VDDMEM) ) 
d 


Importe 


Mag(Z(VDDMEM, VDDMEM) ) 


F [MHz] 


e BB side Caps:1*4.7uF+1*0.1uF+1*0.1uF 
DC R(mohm) Effective Inductance@100MHz (nH) 


PI Result (3) MEM-VDDMEM GR SPREADTRUM 


XY Plot 1 SPM SC7731E 1117B1 À 


o 
mb 
o 


Curve Info 


— Mag(Z(VDDMEM_MEM,VDDMEM_MEM) ) 
Imported 


Mag(Z(VDDMEM MEM,VDDMEM MEM) ) 
o 
o 


F [MHz] 


€ Caps:1*10uF+2*1uF+2*0.1uF+1*4.7uF 
DC R(mohm) Effective Inductance@100MHz (nH) 


PI Result (4) VBAT-DRV GR SPREADTRUM 


XY Plot 1 SPM_SC7731E 111781 À 


Curve Info 
— mag(Z(VBAT_1,VBAT_1)) 
PSI S-parameter Sweep : PSI S-parameter Sweep 


— Mag(Z(VBAT 2,VBAT 2)) 
Imported 


[0.570] | 9.430 
e Caps:1*10uF+1*22uF 


0.1 - 3 MHz R(mohm) Effective Inductance@10MHz (nH) 


Result worst 


Summar 


IP Power Final Result Preview KJ SPREADTRUM' 


Power Net Pin Name pi L(nH)0100MH Target 
: L(nH)@100MHz 
AVDD1V8 BB T13 0.76 1.21 
AVDD1V8 MIPI R23 0.66 1.05 
AVDD1V8 USB W3 0.52 0.83 
AVDD18 EFUSE H16 0.52 0.83 
VEMMCIO Y7 0.24 0.38 
VIO1V8 BO 0.13 0.21 
VIO NAND W6 0.23 0.37 «25 

AVDD1V8 DCXO H2 0.37 0.59 
AVDD1V8 CLK F1 0.21 0.33 
AVDD1V8 RF E9 0.46 0.73 
AVDD1V8 TXRF F9 0.46 0.73 
AVDD1V8 RX F2 0.21 0.33 
AVDD1V8 LNA F3 0.21 0.33 


SI Simulation GE SPREADTRUM 


Requirement: 


e 差分 线 必 须 紧 邻 走 线 ， 两 根 差分 走 线 的 走 线 间距 保持 一 售 最 小 间距 ; 

e Address 走 线 与 差分 Clock 走 线 长 度 差 控 制 在 +/-7mm 以 内 ;Clock 的 差分 线 对 
之 间 的 长 度 差 控制 在 +/-1mm 内 ; 

e Data 走 线 每 个 byte 与 相对 应 的 差分 对 走 线 长 度 差 控制 在 +/-7mm 以 内 ; 差分 
线 对 之 间 的 长 度 差 控 制 在 +/-1mm 内 ; 

e Address 走 线 和 Data 走 线 需 参 照 SPM 来 做 包 地 处 理 ， 需 注意 L1 ，L2 层 地 和 信 
Sm 

e EMMC 的 CLK 和 RCLK 需 做 单 根 包 地 处 理 ， 其 它 做 两 两 包 地 人 处理 ; 


SI Simulation Setup LPASPREADTRUM 


A (0: :9) /EMCLKDM 
EMCLDP 


LPDDRx 


e Simulate the Crosstalk of PCB: 


e There are 59 nets to be simulated (DQ,DQM,DQS/DQSN,CLK,ADDRESS,CS,CKE) 
and add 118 ports at CPU and LPDDR2 side. 


e Simulate the S-parameter of the PCB. 


DDR Crosstalk Result: DQ2DQ KA SPREADTRUM 


Far crosstalk: DQ to DQ at f 2533 MHz Near crosstalk: DQ to DQ at f =533 MHz 
DQ DQ 
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Deal with the S-parameter at 533MHz: 
Far End DQ to DQ CrossTalk: For example DQ10 
Sum(S(lpddr2_dq10,cpu_dqi)) 1=0:31 except i= 10 
Near End DQ to DQ CrossTalk: For example DQ10, 
Sum(S(Ipddr2 dg10,Ipddr2 dqi)) i=0:31 except i= 10 
Far end DQ to DQ CrossTalk must below -26dB (our experience value ) 
Near end DQ to DQ CrossTalk must below -24dB (our experience value ) 


DDR Crosstalk Result: DQ2DQS LPASPREADTRUM 


Far crosstalk: DQ to DOS at f =533 MHz Near crosstalk: DQ to DOS at f =533 MHz 
DQs DOS 
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Far End DQ to DQS CrossTalk: For example DQS1 
Sum(S(lpddr2_dqs1,cpu_dqi)) 1=0:31 

Near End DQ to DQS CrossTalk: For example DQS1, 
Sum(S(lpddr2_dqs1,lpddr2_dqi)) 1=0:31 

Far end DQ to DQS CrossTalk must below (our experience value ) 

Near end DQ to DQS CrossTalk must below (our experience value ) 


DDR Crosstalk Result: CAZCA GR SPREADTRUM 


Far crosstalk: EMA to EMA at f =533 MHz Near crosstalk: EMA to EMA at f =533 MHz 
EMA EMA 
0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 cked CS. ES 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 cked ¿ESO ES]. 
EMA E EMA 
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Far End EMA to EMA CrossTalk: For example EMA1 
Sum(S(lpddr2 emal,cpu emai)) i=0:9 except i= 1 
Near End EMA to EMA CrossTalk: For example EMAIL, 
Sum(S(lpddr2 emal,lpddr2 emai)) 1=0:9 except i= 1 
Far end EMA to EMA CrossTalk must below (our experience value ) 
Near end EMA to EMA CrossTalk must below (our experience value ) 


EMMC Result GR SPREADTRUM 


Insertion loss XTK 


S-Parameter Magnitude S-Parameter Magnitude 
a (dB) Job: SPM SC773E 112441; : ( dB) Job: SPM SC7731E 112441; 


0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Frequency (MHz) Frequency (MHz) 


Worst Simulation result 
Data rata 


IL(dB) XTK(dB) 


200MHz -0.05 -31.3 


Summary LPASPREADTRUM 


e PI Simulation Pass. 


e SI Simulation Pass. 
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THANK YOU! 


